
I Calcul théorique de la tension de seuil V T du MOS

Notations

• WG et WSi travaux de sortie de grille et du Si respectivement.
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• φdep : tension supportée par la zone dépeuplée d'épaisseur Wdep max

• ∆VOX : tension supportée par l'oxyde de grille au seuil.

• QSS : charge en C/cm² dans l'oxyde (charge négative dans le canal )

• NSS =
q

QSS  équivalent en atomes/cm²

• eOX = épaisseur de l'oxyde de grille

• COX =εOX/eOX Capacité de l'oxyde de grille par unité de surface

• tension de seuil FBidTT VVV +=  doit être > 0 dans le NMOS.

• VFB : tension de bande plate négative
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Cas idéal

φms=0 et QSS=0

VTid=∆VOX+Φdep>0 dans NMOS
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A propos de φφms

L'abaque suivante permet de déterminer la différence de travaux de sortie entre grill e et Si
selon le type de substrat (N ou P) et en fonction de son dopage et pour diverses natures de
grilles (Poly SiN

+, Poly SiP
+ ou Al).

Ex : substrat P, NA=1016, Grille N+Si⇒φms≅-0,8V

• Données diélectriques

εOX=3,9 ε0

ε0=8,85.10-14F/cm
εSi=11,9 ε0

• Données Si à 300°K : densité intrinsèque ni=1010cm-3

largeur bande interdite Eg=1,12eV

tension thermodynamique UT= mV26
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II Capacité MOS (Substrat P, Mesures en haute fréquence (1 MHZ))
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III Transconductance d'un transistor MOS (régime saturé)
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